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1．緒言 

Cu(In,Ga)Se2(CIGS)太陽電池は、セル変換効

率 20.3%
[1]が達成されており、次世代薄膜太陽

電池として注目されている。更なる高効率化に

は、光吸収層/バッファ層界面及び光吸収層/裏

面電極界面を改善する必要があるが、界面の評

価はまだ不十分である。特に、ワイドギャップ

カルコパイライト材料を用いた太陽電池につ

いては、界面の評価がほとんどなされていない

のが現状である。そこで、インピーダンス分光

法を用いてカルコパイライト系薄膜太陽電池

の評価を行った。本研究では、CIGS 及び

Ag(In,Ga)Se2 (AIGS)太陽電池に対して、様々な

条件下でインピーダンス分光測定を行い、界面

状態の比較・検討を行った。 

2．実験方法 

インピーダンス分光測定には、高周波領域

(40~5MHz)と、低周波領域(1m~200kHz)が測定

できる 2 つのインピーダンスアナライザーを

それぞれ用いた。また、詳細な検討のために、

バイアス電圧の印加及び LED による光照射の

影響を評価した。測定に用いた試料は、我々の

グループで作製した ZnO:B/ZnO/CdS/吸収層

/Mo/SLG 構造を有する太陽電池であり、光吸

収層は CIGS及び AIGSである。光吸収層は三

段階法もしくはそれをベースとして改良を加

えた手法で製膜した。CIGS 太陽電池の変換効

率は、10%程度、AIGS 太陽電池の変換効率は

4%程度である。 

3．結果及び考察 

 CIGS 及び AIGS 太陽電池に順方向バイアス

0.6 V 印加した際の Cole-Cole プロットを図 1

に示す。CIGS太陽電池では、pn接合による容

量性半円を 1つ確認することができる。これは

等価回路が抵抗とキャパシタンスの並列回路

で表されることを示し、裏面電極はほぼオーミ

ック接触であることを示している。それに対し、

AIGS 太陽電池においては容量性半円に加え、

低周波領域に小さな誘導性半円が確認できる。

これは、AIGS太陽電池の光吸収層/裏面電極界

面で良好なオーミック接触が取れていないこ

とを示唆している。詳細は発表当日に報告する。 
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       (a) CIGS             (b) AIGS 

図 1 CIGS及び AIGS太陽電池に順方向 

バイアス 0.6V 印加時の Cole-Cole Plot 
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